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半導体、超伝導体、マンガン酸化物やマ
ルチフェロイック材料、またLSIや太陽電

池などの半導体デバイスのような様々な試
料にフェムト秒レーザーパルスを照射する
と、レーザーパルス照射位置における局所
的な電界強度や電流密度の大きさに比例し
た強度をもつテラヘルツ電磁波パルスが発
生する。この強度を二次元的にマッピング
することにより、試料中の電界分布や電流
分布のイメージングが可能となる。

試料移動用XYステージとレーザービー

ムスキャナーを併用することにより、大型
試料から微小な試料まで評価が可能で、空
間分解能は最大約500nmである。また基本

的に非破壊・非接触による測定が可能であ
る。

テテララヘヘルルツツ放放射射顕顕微微鏡鏡技技術術

LSIなどの電子デバイス計測では、配線の断線や
内部のpn接合の不良などの評価をLTEMイメージ
を使って観察可能である。
また波長可変レーザーを光源として用いることに

より、多接合タンデム太陽電池などの内部積層欠
陥の評価も可能である。
これらの評価観察を非破壊・非接触で行うことが

可能で、高度なレーザービーム集光技術を使うこと
で、サブミクロン空間分解能での評価も可能である。

強相関電子系材料をはじめとする様々な電子材料
の物性評価ツールとして利用可能である。
マルチフェロイックBiFeO3における強誘電ドメイン構

造の可視化（下左図）や、超伝導体中の超伝導電流
や量子化磁束分布の可視化による物性の評価をはじ
めとし、さらにポンプとプローブ光源を用いることで、
様々な電子材料中のキャリアのダイナミクスについて
も評価可能である。下右図は
半絶縁性GaAsにおける光励
起キャリアの時空間ダイナミク
スを観測した結果である。
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図. LSIのLTEMイメージ。

(左)故障なし

(右)FIBによりGND配線カット
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